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BESGHREIBUNG 



Niederdruckgasentladungslampe mit Erdalkali- Chalkogeniden als Elektronen-Emittersiibstaiiz 

Die Erfindung betrifft eine Medeidruckgasentiadungslari^e, die mit einem Gasentladungsge- 
f&B, das eine Gasfullung enthalt, mit Elektroden und mit Mitteln zur Enzeugung und Auftechter- 
5 -haltung einer Niederdruckgasentiadung ausgeriistet ist — : — - 



Die lichterzeugung in Mederdruckgasentladungslampen beruht darauf, dass Ladungstrager, 
insbesondere Etektronen, aber auch Ionen, durch ein elektrisches Feld zwischen den Elek- 
troden der Lampe so stark beschleunigt werden, dass sie in der Gasfullung der Lampe durch 
10 Zusammenstofie mit den Gasatomen oder Molekulen der Gasfullung diese anregen oder 

iorrisiereru Bei dear Riickkehr der Atome oder Molekiile der Gasfullung in ihren Grundzustand 
wird ein mehr oder weniger groJBer Teil der Aniegungsenetgie in Strahlung umgewandelt 

Konventionelle Mederdmckgasentladungslampen enthalten Quecksilber in der Gasfullung und 
weisen auBerdem einen Leuchtstoflfiiberzug auf der Innenseite des GasenflMungsgefaBes auf. 
Es ist einNachteil der Quecksilber-Niederdrackgasentladungslampen, dass Quecksilber- 
dampf primar Strahlung im hochenergetischen, aber unsichtbaien UV-C-Bereich des elektro- 
magnetischen Spektrums abgibt, die erst durch Leuchtstoffe in die sichtbare, wesentlich nie- 
derenergetischere Strahlung umgewandelt werden muss. Die Energiedifferenz wird dabei in 
unerwiinschte Warmestrahlung umgewandelt 

Das Quecksilber in der Gasfullung wird auBerdem auch verstarkt als umweltschacfliche und 
giftige Substanz angesehen, die in modemen Massenprodukten aufgrund der Utnweltgefahr- 
dung bei Anwendung, Produktion und Entsoigung moglichst vermieden werden sollte. 
25 

Es ist bereits bekannt, das Spektrum von Mederdruckgasentladungslampen zu beeinflussen, 
indem man das Quecksilber in der Gasfullung durch andete Stoffe ersetzt So skid in den 
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deutschen CHenlegurigsschriflen DE 100 44 562; DE KKPH- 563 und DE 10T28 915 
Niederdruckgasentladungslampen beschiieben, die eine Gasfullung, bestehend axis einer 
Kupferverbindung, einer IndiumveArindung oder einer Thalliumverbindung zusammen mit 
einem Edelgas als Puffergas enthalten. Sie zeachnen sich dutch eine hohere Strahlungsausbeute 
5 im sichtbaien Bercich des elektromagnetischen Spektrums aus als konventionelle Nieder- 
dmckquecksilb^nfiadungslampen. Die visuelle EfSzienz kann auBerdem dutch Zugabe von 
Additiven und Leuchtstoffen sowie durch eine Steuerung des I^mperrinnendrucks und der 
Betriebstemperatur noch weiter verbessert werden. 

10 In konventionellen Niederdrackgasentladungslampen werden typischerweise innere Elek- 

troden"krder Entladungslampe benutzt Um die Hek&onenanstrittsarbeit an diesenElektroden 
und damit die Verluste der Stromcinkopplung zu verringern, konnen ErdaDcalioxide oder 
Mischungen von Erdalkalioxiden benutzt werden. So ist aus der US-Patentschrift 2 449 1 13 
bekannt, dass Erdalkalioxide als Elektronen-Emittersubstanzen in Elektroden verwendet 

15 werden konnen 

Es ist auBerdem auch aus der internationalen Patentanmeldung WO 99/21213 bekannt, die 
Elektroden von Niederdruckgasentladungslampen mit einer Elektronen-Emittersubstanz zu 
beschichten, die aus einer Mschung von Erdalkalioxiden besteht Dadurch wird die Lebens- 
20 dauer derartiger Laropen erhoht und die Austrittsatbeit gesenkt 

Fiir Niederdruckgasendadungslampen, die in ihier Gasfullung Kupfer-, Thallium-, Gallium- 

oder Indiumverbindungen enthalten, haben sich die bisher ublichen Erdalkalfoxidgemische 
jedoch nicht als HektronerbEmittersubstanzen bewahrt Das liegt daran, dass diese mit den 
25 Erdalkalioxiden reagieren, wie es zum Beispiel duich die folgende Gleichung gezeigt wird: 



2InBr + BaO? BaBrz + IifeO 
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Bei den in der Lampe J^rrscnenden Temperatoen tritt diese Reaction aucn mit Kupier- , ~ 
Ihaffiumr, Gallium- und Indiumhalogeniden ein. Hierduich verschwinden die strahlenden 
Indium-, Thallium-, Gallium- und Kupferhalogenide aus der Entiadung und die lichterzeugung 
wird ineffizient 

5 

Es konnte nun bereits gezeigt werden, dass Inditimhalogenide mit Chalkogerriden wie MgS, 
CaS und/oder SrS uberhaupt nicht und mit BaS erst bei Temperaturen unterhalb 700 K 
reagieren. Die Reaktion der Chalkogenide der Erdalkalimetalle mit den Halogsrddfiillungen ist 
somit deutiich. geringer als die der Oxide der Erdalkalimetalle. 

10 

- Hinzukommtrdassrbereits aus dertiteratur bekannt ist, dass die MektroneiFAustrittsarbeit'P 
fur die Chalkogenide der Erdalkalimetalle erheblich geringer ist als bei den Qxiden der 
Erdalkalimetalle. So betragt z.B. F (BaS) = 2,6 eV und F (BaTe) = 2.1 - 3.9 eV. 

15 Es stellte sich deshalb die Aufgabe, die ElektronerhEmitteteigenschaflOTi von Chalkogeniden 
der Erdalkalimetalle, wie Mg, Ca, Sr und/oder Ba, fur Niederdnickgasenthdungslampen, _ 
welche in der Gasfullung Indium-, Thallium-, Gallium- oder Kupferhabgenide enthalten, zu 
nutzen. 

20 Gegenstand der Erfindung ist deshalb eine Niederdruckgasentladungslanpe, die mit einem 
GasentladungsgefaB, das eine Edelgasfullung als Puffergas und ein Indium- , Thallium- , 
Gallium- i^oderJKupfexhalogenid enthalt, sowie mit Elektrpden und Mftteln zyr Bczeugung 
und AuJ^hterhaltung einer Niederdruckgasentladungslampe ausgeriistet ist und als Elektro- 
nen-Emittersubstanz ein oder mehiece Chalkogenide von Etdalkalimetallen aufweist 

25 

Die erfindungsgemaBe Niederdruckgasentladungslampe enthalt als Puffergas ein Edelgas aus 
der Gruppe Helium, Neon, Argon, Krypton und Xenon. Vorteilhafterwdse betragt der Kalt- 
druck des Edelgases 1 bis 10 mbar, insbesondere 1,5 bis 3,0 mbar. 
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Bei der erfindungsgemaBeii i^ampe tindet eine molekularcGaserifladung bed Niederdruck statt," 
die Strahlung in sichtbaren und nahen UVA-Bereich des elektromagnetischen Spektrums 
abgfot Zur Umwandhing des UV-Iichtes in sichtbares Iicht werden Leuchtstoffe ange- 
wendet, die auf der Innen- und/oder AuBenseite des EntladungsgefiBes aufgetragen werden. 
5 Diese Leuchtstoffe oder LeuchtstofQcombinationen miissen nicht auf der Innenseite des 
GasentladungsgefaBes aufgebracht werden, sondern konnen auch auf die AuBenseite 
aufgetragen werden, da die erzeugte Strahlung im UVA-Bereich von den gangigen 
Wandmaterialien des EndadungsgefaBes nicht absorbiert wird. Die als Leuchtstoffe in Frage 
kommenden Materialien miissen die erzeugte Strahlung absoibieren und in einem geeigneten 
10 Wellenlangenbereich emittieien. 
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PATENTANSPRUCHE 



1. Niederdrackgasenliadim^lampe, die mit einem GasentladungsgefaB, das eine 
Edelgasffillung als Pufifergas und ein Indium-, Thallium-, Gallium- und/oder Kupferhalogenid 
enfhalt, sowie mit Hektroden und Mitteln zur Erzeugung und Aufinechterhaltung einer 
Niederdruckgasentladung ausgerustet sind, 

5 dadurch gekennzeichnet 

dasslaeals Heldrone^Eim^^ Erdalkalimetellen 
enthait 

2. Niederdruckgasentladungslampe nach Anspruch 1, 
10 dadurch gekcnnzeichnet 

dass das Chalkogenid aus der Gxuppe der Sulfide, der Selenide und/oder der Telluridib 
ausgewahltist 

3. Niederdruckgasentladungslampe nach Anspruch 1 und 2, 
15 dadurch gekennzeichnet 

dass sie als Puffergas ein Edelgas aus der Gruppe Helium, Neon, Argon, Krypton und/oder 
... Xenon enthSlt — 

4. Niederdruckgasentladungslampe nach den Anspriichen 1 bis 3, 
20 dadurch gekennzeichnet 

dass das GasentladungsgefaB auf seiner Innen- und/oder AuBenseite mit einer 
Leuchtstoflfechicht versehen ist 
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5. Verwendung eines odea: mehrerer Chalkogenide von Erdalkalimetallen als Hektronen- 
Emittersubstanz zur Beschichtung von Elektroden in Entladungslampea 



5 



- PHDE030279EPP 



ZUSAMMl^^SL^G ' ' J_ " ' 

Niederdmckgaseatiadunpampe mit ErdalkaH-Chalkogeniden als Mektronei>Eiiutteisubstanz 

Es wird eine Niederdruckgasentiadungslampe beschrieben, die mit einem GasentkdungsgefaB, 
das eine Edelgasflillung als Puffergas und ein Indium-, Thallium-, Gallium- und/oder 
5 Kupferhalogenid enfhalt sowie mitHektroden und Mitteln zur Erzeugung und 

Aufrechterhaltung einer Mederdruckgasentiadung ausgerustet ist und als Eiektronen- 
Emittersubstanz ein oder mebrere Chalkogenide von BrdalkalimetaHen enthalt 
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